
《模拟电子技术》

图书基本信息

书名：《模拟电子技术》

13位ISBN编号：9787030224767

10位ISBN编号：7030224760

出版时间：2008-7

出版社：科学出版社

页数：169

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

Page 1



《模拟电子技术》

内容概要

《模拟电子技术》共8章，主要介绍了：半导体器件的基本原理及使用方法；基本放大电路的组成、
工作状态及性能指标；功率放大电路的分类、特点及应用；差动放大电路和集成运算放大器的组成及
性能指标；负反馈放大电路的分类及应用举例；集成运算放大器的线性与非线性应用；波形产生电路
；直流稳压电源。《模拟电子技术》涵盖了模拟电子技术的全部内容，各章配有小结及习题。全书以
培养学生技术应用能力为主线，体现高职高专特色；在内容组织和编写安排上有难有易，深入浅出，
通俗易懂。
《模拟电子技术》为高等职业教育“十一五”规划教材，可作为高等职业院校、高等专科学校、成人
高等学校以及本科院校举办的二级职业技术学院的电气、电子、通信、计算机、自动化和机电等专业
的“模拟电子技术基础”、“电子技术基础”(模拟部分)课程的教材，也可供从事电子技术方面的工
程技术人员参考。
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章节摘录

　　第1章　半导体元件基础　　1.1　半导体常识　　自然界中的物质，按其导电能力可分为三大类
：导体、半导体和绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物质称为半导体，其主要制造材料是硅
（Si）、锗（Ge）或砷化镓（GaAs）等。　　半导体具有热敏性、光敏性和掺杂性的特点，即受光照
和热激发便能增强导电能力，掺人微量的三价或五价元素（杂质）能显著增强导电能力。　　1．1．1
本征半导体　　完全纯净的、结构完整的半导体材料称为本征半导体。纯净的硅和锗都是四价元素，
其原子核最外层电子数为4个（价电子）。在单结晶结构中，由于原子排列的有序性，价电子为相邻
的原子所共有。　　1．本征半导体的原子结构及共价键　　共价键内的两个电子由相邻的原子各用
一个价电子组成，称为束缚电子。　　2．本征激发和两种载流子——自由电子和空穴　　在室温和
光照下，少数价电子获得足够的能量摆脱共价键的束缚成为自由电子。束缚电子脱离共价键成为自由
电子后，在原来的位置留出一个空位，称此空位为空穴。温度升高，半导体材料中产生的自由电子便
增多。本征半导体中，自由电子和空穴成对出现，数目相同。　　空穴出现以后，邻近的束缚电子可
能获取足够的能量来填补这个空穴，而在这个束缚电子的位置又出现一个新的空位，另一个束缚电子
又会填补这个新的空位，这样就形成束缚电子填补空穴的运动。　　⋯⋯
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